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１．概要（Summary ） 
昨今の科学技術が目指す方向は省エネルギー化，もう

一つは環境に優しい材料を開発することである。本研究

では，母体の元素を一部置換することにより高い機能性を

発揮する磁性材料について，その置換元素の磁気モーメ

ントの定量評価，さらには置換した元素，置換された元素

が担う役割を電子構造の立場から理解することを目的と

する。具体的には，省エネルギー高スピン偏極材料として

注目される NixFe4-xN (x = 0, 1, 3, 4) 薄膜について内殻

吸収磁気円二色性（XMCD）分光を行い，高スピン偏極

伝導の発現機構をミクロの立場から明らかにすることを目

的とした。逆ペロブスカイト

型強磁性窒化物[FIG.1]の
一つである NixFe4-xN は，

理論計算から Ni3FeN で大

きな負の状態密度のスピン

分極(P)が期待できるが，P
の値は 3d 元素の占有サイ

トに大きく影響される 1)。

我々はこれまでに X 線磁気円二色性測定(XMCD)測定

により類型の Co3FeN 薄膜の電子構造を評価し，Co 原子

と Fe 原子がサイトをランダムに占有することを明らかにし

た 2,3)。本研究では、XMCD測定によりNixFe4-xN(x = 1, 3)
薄膜中の 3d 元素の優先占有サイトを評価した。 
 

２．実験（目的,方法）（Experimental） 
分子線エピタキシー法により、SrTiO3(001)基板上へ

Al(3 nm)/NiFe3N(50 nm)，Al(3 nm)/Ni3FeN(50 nm)をエ

ピタキシャル成長し測定に供した。XMCD 測定は全電

子収量法によりおこない、外部磁場±4 T を試料面直方

向に印加して温度 100 K で測定した。 
 

３．結果と考察（Results and Discussion） 
その結果，Ni3FeN では Ni、Fe-L2,3吸収端ピークの高

エネルギー側に肩構造が観測されたのに対し，NiFe3N

では Fe-L2,3吸収端のみで観測された。同様の肩構造は

Fe4Nでも観測されており，面心(II)サイトの Fe 3dとN 2p
の電子軌道混成に起因

する 3)。NixFe4-xN でも

同様の起源で肩構造が

現れたと考えられ、

NiFe3N では Ni 3d と N 
2p の電子軌道混成が

無く，Ni 原子は角(I)サ
イトを優先占有してい

ると考えられる。また、

磁気光学総和則から算

出した NiFe3N 薄膜中

の Ni 原子のスピン磁

気モーメントの大きさ

は，Ni 原子が I サイト

を占有した場合の理論

値と近く，Ni 原子の I サイトへの優先占有を示唆する。

この傾向はメスバウア測定の結果とも一致する 4)。 
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４．その他・特記事項（Others） 特になし。 
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FIG.1: Crystal structure. 
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FIG.2: XAS and XMCD spectra in (a) 
Ni3FeN and (b) NiFe3N films at Ni-L2,3 
edges. transition metal nitrides. 
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